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 اهداء

 
 ٔػهًً .....إنى حكًزً 

 ٔحهًً ........إنى أدثً 

 انًسزقٍى .... إنى طشٌقً 

 انٓذاٌخ ........ إنى طشٌق

 إنى ٌُجٕع انصجش ٔانزفبؤل ٔالأيم 

إنى كم يٍ فً انٕجٕد ثؼذ الله ٔسسٕنّ أيً انغبنٍخ  

 ٔانذي انؼضٌض... إنى يٍ ضحى ثشاحزّ يٍ أجم ساحزً 

 إنى سُذي ٔقٕرً ٔيلاري ثؼذ الله 

 إنى يٍ آثشًَٔ ػهى َفسٓى 

 إنى يٍ ػهًًَٕ ػهى انحٍبح 

 إنى يٍ أظٓشٔا نً يب ْٕ أجًم يٍ انحٍبح إخٕرً 

 إنى يٍ كبَٕا يلاري ٔيهجئً 

 إنى يٍ رزٔقذ يؼٓى أجًم انهحظبد 

 ٔأرًُى أٌ ٌفزقذًَٔ ...... إنى يٍ سأفزقذْى 

 انفٍضٌبءٔ يٍ أحججزٓى ثبلله طلاة قسى ...... إنى يٍ جؼهٓى الله أخٕرً ثبلله 

 إنى يٍ ٌجًغ ثٍٍ سؼبدرً ٔحضًَ 

 إرا ركشًَٔ ...........إنى يٍ أرًُى أٌ أركشْى 

 فً ػًٍَٕ............إنى يٍ أرًُى أٌ رجقى صٕسْى 

 



 

 

 

 

 

  

 

           

 
 بالحمد والشكران و...ابدأ الله باسم

 الصبر والإيمان أعظميا... جليلة منك نعم
 الأكوان خالق يا البحث ىذا...لانجاز القوة منحتني

 ...شكران شكرا والشكر
 للستااة اللفاالة  ومن باب الاعتراف بالجميل لا يسعنا إلا أن نتقدم ببالغ عبارات الشكر والتقدير

لي وتحمليا من الك عببا كبيرا    لمنحي أفضل فرصة علمية بأن تكون مؤطرة"أم الخير باباحني''

 ."خللفاويفتحي  ''للبروفسور القدير    والتقدير  وصبرا طويل في مختلف مراحل إعداد ىذه المذكرة

  كما أشكر الأستااة  المناقشة لجنةلقبولو تررس  " بوكراع اعمر" الكريم  للبروفسور أيضا شكر أو

  القيمة والبناءة بآرائيم أن يليدوني وأتمنىالمذكرة   مناقشة ىذه ىاقبولل"بلة زكية  " المحترمة

الليزياء بجامعة   بقسم السطوح يزياء وفبلزما والالإشعاع بمخبر البحث فريق أعضاء كل أشكر كما
 . ورقفلةقفاصدي مرباح

نور  شعيب  فوزية   سارة  محمد  "  الزميلتجزيل إلى  الشكر  الففل يغيب عن خاطرنا إلا أن نتقدم ب

 " رااية  ففايزة  سعيدة  زينب  علفاف  سومية  صافية  يمينة  يسمينة  سليمة  كنزة

 .كل من ساىم ومدّ لنا يد العون في إنجاز ىذا العمل المتوااعو  
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 .5.II الجرافين بتقنية و نمو إنتاجPECVDباستعمال الخليط الغازي  على طبقة من النحاس 

(CH4/H2) :  
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C06 = 97.5%، C01 = 2.4%  ، C02 = C03= C04= C05= C07= C08= 0.00.
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Résumé 
Le graphène est parmi les matériaux découverts récemment. Il a des caractéristiques exceptionnelles. Il a 

attiré l'attention des chercheurs et des industriels. La technique CVD est parmi les méthodes utilisées dans 

la production du graphène. Dans cette étude nous nous intéressons à la production du graphène par 

procédé CVD assisté par plasma (PECVD) à partir d'un mélange gazeux CH4/H . Les réactions 

chimiques sèrp de la surface du substrat (cuivre) conduisent à croissance de la couche mince du graphène. 

Dans notre travail nous avons calculé les concentrations des radicaux CH3, CH2 et CH contribuant à la 

croissance du graphène et nous  avons calculé le taux de couverture du substrat de cuivre. Nous avons 

adopté l'équation de diffusion et l'équation Langmuir. Pour la résolution numérique, nous avons utilisé la 

Méthode des Différences Finies et la Méthode itérative de Gauss-Seidel pour calculer les concentrations 

des radicaux contribuant à la croissance. Les résultats obtenus ont montré un bon accord avec d'autres 

travaux. 

Mots-clés : le Graphène, technique CVD, le plasma, l'équation de diffusion et l'équation Langmuir. 
 

Summary 

Graphene is one of materials recently discovered. It has exceptional features. It drew the attention of 

researchers and industrialists. The CVD technique is one of the methods used to product Graphene. In this 

study we are interested in production of Graphene by plasma enhanced CVD (PECVD) from a gas mixture 

CH4 / H2. The chemical reactions near the surface of the substrate (copper) lead to growth of the thin film 

of Graphene. In our work we calculated the concentrations of radicals CH3, CH2 and CH contributing in 

the growth of Graphene and we calculated the rate of coverage of the copper substrate. We adopted the 

diffusion equation and Langmuir equation. For the numerical resolution, we used the Method of Finite 

Differences and the iterative Gauss-Seidel method to calculate the concentrations of radicals contributing 

in growth. The results obtained showed a good agreement with others works. 

Keywords: Graphene, CVD technique, plasma, the diffusion equation and Langmuir equation. 

 

 


